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れたo主な強い発振線はNIも レー ザーでは90･6〟m,151･8〟mの発振線 (それぞれ 10kW,
2kW)｡D20レー ザーでは66〟mの発振線 (4kW)である｡
この大出力の遠赤外光を用いることにより,半導体の不純物準位等の準位間でラマン散乱,
4光子ミキシング,多光子吸収などの多光子過程が観測される可能性がある｡また,これらの
準位間の光学遷移による光吸収や光電導の飽和現象から電子の励起状態の緩和時間が計算でき
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